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１．概要（Summary） 
 Si 基板上に光配線によりデバイスを集積する技術を Si
フォトニクスという。この技術による光デバイスの小型、省

電力化が期待されている。 
 Ge は Si の CMOS プロセスによく整合すること、光通信

によく用いられる近赤外光を高効率で吸収することから、

Si フォトニクスにおいてフォトダイオード(PD)の材料として

広く研究が進められている。p+-Si 基板上Ge PDは n+-Si
基板上 Ge PD に比べ暗電流が少ないことが報告されて

いる。しかし、後段の電気回路からの要求により n+-Si 基

板上 Ge PD の方が有利であることがある。 
 本研究では、イオン注入条件の異なる n+-Si 基板上 Ge 
PD を作製し暗電流の低減法を検討した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 光リソグラフィ装置 MA-6、8 インチ汎用スパッタ装置 
【実験方法】 

n+-Si 基板上に形成された熱酸化膜を光リソグラフィ装

置 MA-6 によってパターニングし SiO2 マスクとした。

UHV-CVD 法により 600 °C で Ge を選択成長させ、その

後 8インチ汎用スパッタ装置でSiO2を成膜した。Bイオン

あるいはBF2イオンの注入を施しpin接合を形成した。光

リソグラフィ装置 MA-6 と 8 インチ汎用スパッタ装置により

TiN 電極を形成し n+-Si 上 Ge PD とした。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に今回作製した Ge PD の典型的な電流電圧特

性を示す。イオン注入を深くすることで暗電流が増加する

ことがわかる。さらに、注入イオン種を質量の大きい BF2

に変更するとさらに大きな暗電流を示した。Ge内へのイオ

ン注入が欠陥を発生させ、暗電流増加の原因となってい

るものと考えられる。 

 

Fig. 1 Typical I-V curve at room temperature under 
dark 
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